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Методами сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии и «горячей проволоки» (HW-CVD) были выращены моноизотопные слои Si, Ge и Si1‑xGex. В качестве источников использовали поликристаллические бруски Si30 и Si28, нагреваемые пропусканием тока до температуры ~1360ºC, а также моногермана Ge74H4. Слои выращивались на подложке Si(100) марки КДБ-12. Температура роста составляла 500 - 600ºC для слоев Si и 350ºC – для слоев твердого раствора Si1‑xGex (x = 10-30%) и чистого Ge при напуске моногермана до давления 2·10‑5 – 4·10‑4 Торр. Толщина слоев составляла 0,5 – 3 мкм.
Об эпитаксиальном характере выращенных слоев свидетельствовали снятые электронограммы, на которых наблюдались только Кикучи-линии и Кикучи-полосы, а также данные рентгеновской дифракции (ширина кривой качания на половине максимума интенсивности сигнала). Распределение концентрации различных изотопов кремния по глубине выращенных слоев исследовалось методом вторично-ионной масс-спектрометрии на установке TOF.SIMS-5 фирмы IONTOF. Установлено, например, что содержание основного изотопа Si30 в слое кремния составляет 99,94 %.
Измерение спектров комбинационного рассеяния света для моноизотопных слоев проводилось на сканирующем конфокальном спектрометре NTEGRA Spectra (NT MDT) с твердотельным лазером, излучающим на длине волны 473 нм. На спектрах от слоев Si наблюдаются две узкие линии, одна связана с подложкой, а другая – с моноизотопным слоем Si30 или Si28.
С целью определения концентрации дефектов в моноизотопных слоях был использован метод электронного парамагнитного резонанса. Также методом спинового резонанса были исследованы моноизотопные слои, легированные дополнительно примесью фосфора. Методом эффекта Холла была определена подвижность носителей в таких структурах.
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